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　 　 【 請 求 項 １ 】
　 Ｍ ｇ 、 Ｚ ｎ を 含 有 し な い 膜 厚 １ μ ｍ 以 上 の Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 窒 化 物 層 上 に 、 Ｍ ｇ も し く は Ｚ
ｎ ド ー プ Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 窒 化 物 層 を 有 し 、 前 記 Ｍ ｇ も し く は Ｚ ｎ ド ー プ Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 窒 化 物
層 上 に 発 光 素 子 構 造 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 窒 化 物 半 導 体 発 光 素 子 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】
　 Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 窒 化 物 半 導 体 発 光 素 子 の 製 造 方 法 に お い て 、 基 板 上 に 基 板 温 度 ７ ０ ０ ℃ 以
下 の バ ッ フ ァ 層 を 成 長 さ せ 、 前 記 バ ッ フ ァ 層 上 に Ｍ ｇ 、 Ｚ ｎ を 含 有 し な い １ μ ｍ 以 上 の Ｉ
Ｉ Ｉ － Ｖ 族 窒 化 物 層 、 Ｍ ｇ も し く は Ｚ ｎ ド ー プ Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 窒 化 物 層 を 順 次 成 長 さ せ 、 前
記 Ｍ ｇ も し く は Ｚ ｎ ド ー プ Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 窒 化 物 層 上 に 素 子 構 造 を 成 長 さ せ る こ と を 特 徴 と
す る Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 窒 化 物 半 導 体 発 光 素 子 の 製 造 方 法 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】
　

　 　 【 請 求 項 ４ 】
　

前 記 Ｍ ｇ も し く は Ｚ ｎ ド ー プ Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 窒 化 物 層 上 の 半 導 体 発 光 素 子 は 、 前 記 Ｍ ｇ も
し く は Ｚ ｎ ド ー プ Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 窒 化 物 層 に 近 い 側 に ｎ 型 層 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ に 記 載 の Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 窒 化 物 半 導 体 発 光 素 子 。

前 記 Ｍ ｇ も し く は Ｚ ｎ ド ー プ Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 窒 化 物 層 半 導 体 発 光 素 子 は 、 発 光 素 子 構 造 と
基 板 を 含 み 、 該 基 板 に 近 い 側 に ｎ 型 層 を 形 成 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の
Ｉ Ｉ Ｉ － Ｖ 族 窒 化 物 半 導 体 発 光 素 子 の 製 造 方 法 。
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